AEMD加工项目版图说明文件

	版图文件名称
	****

	图层编号（GDSII）
	加工结构
	材料
	最小尺寸
	最小间隙
	工艺备注

	例如：1
	光栅
	Si
	50nm
	50nm
	EBL加工：精度要求
下一步刻蚀：220nm 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


工艺特别说明
1. 例如：图层1与图层2之间 SiO2 层 2um 
2. 例如:版图：****，加工基片2片
3. 版图绘制建议：
a.本平台常用正胶工艺，即版图需要绘制出曝光后无光刻胶覆盖的结构。光栅与波导槽需要有重叠区域；
b.如果同一后续工艺的结构尺寸差别较大，建议分图层绘制，即100nm-300nm尺寸的结构为一个图层，300nm以上至1um的尺寸为一个图层，微米以上为一个图层。
4. 如果需要对准，请确认对准mark图层与设计器件的结构不在同一图层。
注：
1.在导出*.gds文件时，请注意选择“selected cell”而不是“all cell”。
2.请用户认真检查提交的最终加工版图，因为平台目前没有DRC软件可以辅助检查，所以平台不会对用户的任何版图进行修改，如果因为版图设计问题造成的器件功能失效等，责任需用户自行承担。
3.如果有SEM检测需要特别关注的器件，请另附说明。
